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Abstract of DE10243014 

Device for detecting radiation signals comprises 
a first detector (5a), a second detector (5b), a first 
filter (11a) and a second filter (11b). The 
detectors are formed on a first chip (1) and the 
filters on a second chip (2). The chips are 
connected together in a hermetically sealed 
manner, especially using wafer bonding. An 
Independent claim is also included for a device 
for measuring the concentration of a material in 
the radiation path of a radiation source, 
containing the detecting device. 
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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Detektion und Vorrichtung zur Messung der Konzentration eines Stoffes 

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Vorrichtung zur De- 
tektion von Strahlungssignalen und eine Vorrichtung zur 
Messung der Konzentration eines Stoffes vorgeschlagen, 
wobei ein erster Detektor (5a) und ein zweiter Detektor (5b) 
auf einem ersten Chip (1) vorgesehen sind und wobei ein 
erster Filter (11a) und ein zweiter Filter (11b) auf einem 
zweiten Chip (2) vorgesehen sind, wobei der erste Chip (1) 
und der zweite Chip (2) hermetisch dicht miteinander ver- 
bunden sind. 
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Beschreibung 

Stand der Technik 

[0001] Die Endung geht aus von einer Vorrichtung 
zurDetektion bzw. einer Vorrichtung zurMessung der 
Konzentration eines Stoffes nach der Gattung der ne- 
bengeordneten Anspruche. Es sind bereits Vorrich- 
tungen zur Detektion von Strahlungssignalen be- 
kannt, die beispielsweise zur Bestimmung der Gas- 
konzentration mittels Infrarot-Absorption dienen. Sto- 
rende Gase in einem Gasvolumen, beispielsweise irn 
Innenraum eines Kraftfahrzeuges, sind beispielswei- 
se C02, CO, H20 oder auch CH4, wobei das Kohlen- 
dioxid C02 insbesondere aus der Atemluft von in 
dem Gasvolumen befindlichen Personen bzw. auch 
aus C02-Klimaanlagen stammen kann. Solche sto- 
renden Gase werden gemafi allgemein bekannten 
Gasdetektoren detektiert. Solche Gasdetektoren fin- 
den auch in den Bereichen Laboranalytik, Sicher- 
heitstechnik, Nahrungsmittelindustrie, Klimaanlagen, 
Gebaudetechnik, Medizin, Haushalt, Umweltschutz 
usw. Anwendung. Zur Bestimmung der Konzentrati- 
on solcher storender Gase werden unterschiedliche 
Sensorprinzipien verwendet, deren Einsatz im We- 
sentlichen von der Empfindlichkeit abhangig ge- 
macht wird. Beispielsweise gibt es chemische Sen- 
soren, bei denen eine chemisch reaktive Schicht ih- 
ren Widerstand andert, wenn sie in Kontakt mit spe- 
zifischen Gasen kommt. Diese Sensoren sind jedoch 
sehr empfindlich, auch auf andere Gase als die zu 
detektierenden Gase oder aber auch empfindlich auf 
Umwelteinflusse. Weiterhin ist die Langzeit-Stabilitat 
solcher Sensoren ein Problem. Ein anderes physika- 
lisches Verfahren macht die unterschiedliche thermi- 
sche Leitfahigkeit von beispielsweise C02 und Luft, 
d.h. im Wesentlichen Stickstoff, zunutze, um Ruck- 
schlusse auf den Kohlendioxid-Gehalt in einem Gas- 
volumen, beispielsweise im Innenraum eines Kraft- 
fahrzeugs, zu Ziehen. Weiterhin ist es bekannt, die 
Absorption von Infrarotlicht durch Gasmolekule zur 
Detektion solcher Gasmolekule einzusetzen. Wird 
namlich ein Gasmolekul, das aus mehreren gleichen 
oder unterschiedlichen Atomen besteht, durch Infra- 
rotlicht angeregt, so wird es in hohere Energiezustan- 
de uberfuhrt. Es werden beispielsweise Rotations- 
oder Vibrationsmomente angeregt, deren Energiezu- 
stand molekulspezifisch ist. Durch die Anregung der 
hoheren Energiezustande wird der optischen Strah- 
lung Energie entzogen; die charakteristischen Ab- 
sorptionsbanden der Gase liegen typischerweise im 
Infrarotbereich bei Wellenlangen zwischen 1 pm und 
10 pm. Dies bedeutet, dass Infrarotlicht, welches 
durch einen solchen gaserfullten Raum lauft, zuneh- 
mend an Gesamtintensitat verliert, wobei die Ab- 
schwachung eine Funktion der vorhandenen Gase 
und ihrer Konzentration ist. Durch die spektral aufge- 
loste Messung der Intensitat kann die Intensitat des 
Lichtes im Wellenlangenbereich der Absorptionsban- 
de der jeweiligen Gase ermittelt werden. Dadurch ist 



es moglich, selbst Gemische aus mehreren Gasen 
mit hoher Auflosung aufzuschliefcen. Ein Gerat zur 
Bestimmung der Gaskonzentration durch Infrarotab- 
sorption gemafi dem Stand der Technik Ist in Fig. 1 
dargestellt und besteht typischerweise aus einer In- 
frarotlichtquelle 20, einer Kuvette 30 bzw. einer Roh- 
re 30, die mit dem zu analysierenden Gasgemisch 
gefullt ist und den Lichtstrahl fuhrt, und einen oder 
mehrere Filter 41 , 42, welche die spektrale Zerlegung 
des Infrarotlichtes bewirkt, wobei hinter den Filtern 
41, 42 ein oder mehrere Detektoren 51, 52 vorgese- 
hen sind mit dem bzw. mit denen die Intensitat der 
Warmestrahlung nach der spektralen Zerlegung ge- 
messen wird. Solche bekannten Vorrichtungen wei- 
sen jedoch den Nachteil auf, dass sie kostspielige 
Anordnungen sind. 

Aufgabenstellung 

[0002] Die erfindungsgemafce Vorrichtung mit den 
Merkmalen der nebengeordneten Anspruche hat 
dem gegenuber den Vorteil, dass eine kostengunsti- 
ge Vorrichtung zur Detektion von Strahlungssignalen 
und eine kostengunstige Vorrichtung zur Messung 
der Konzentration eines Stoffes moglich sind. Weiter- 
hin ist es vorteilhaft, dass die Vorrichtung eine erhoh- 
te Dichtheit zwischen dem Filter und dem Detektor 
aufweist. Weiterhin ist es erfindungsgemafi vorteil- 
haft, dass eine einfache Aufbau- und Verbindungs- 
technik verwendet wird, was wiederum die Kosten 
senkt. Die erfindungsgemafee Vorrichtung weist kei- 
ne beweglichen Teile auf, weshalb eine gro&e Fall- 
und Uberlastfestigkeit gegeben ist. Es konnen durch 
die hermetische Verbindung zwischen Detektor und 
Filter eine enge Spezifikation der Filtertoleranzen ge- 
wahrleistet werden. Weiterhin ist es erfmdungsge- 
maft moglich, die Vorrichtung sehr klein auszubilden, 
was wiederum Kostenvorteile und Einbauvorteile mit 
sich bringt. Erfindungsgemaft ist es moglich und vor- 
gesehen, eine Vielzahl von Filtern fur zwei bis uber 
sechs Gase gemeinsam und kombiniert miteinander 
auszubilden. Eine solche Integration von Filteranays 
ist damit erfindungsgemafi kostengunstig und ein- 
fach moglich. 

[0003] Durch die in den Unteranspruchen aufge- 
fuhrten Mafinahmen sind vorteilhafte Weiterbildun- 
gen und Verbesserungen der in den nebengeordne- 
ten Anspruchen angegebenen Vorrichtungen mog- 
lich. 

[0004] Besonders vorteilhaft ist, dass die Detekto- 
ren als Thermopiles, temperatursensible Widerstan- 
de oder temperatursensible Dioden vorgesehen sind. 
Damit ist es moglich, auf kostengunstige und bewahr- 
te Bauelemente als Detektoren zuruck zu greifen. 
Weiterhin ist es von Vorteil, dass eine Absorber- 
schicht auf wenigstens einem der Detektoren vorge- 
sehen ist. Hierdurch kann die Effektivitat und die Sen- 
sibilitat des Detektors erhoht werden. Weiterhin ist 
von Vorteil, dass der erste Chip ein erstes Substrat 
umfasst, wobei der erste und zweite Detektor von 
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dem ersten Substrat thermisch entkoppelt ist. 
[0005] Dadurch ist es erfindungsgemafc moglich, 
dass die erfindungsgemafie Vorrichtung besonders 
unempfindlich gegen auflere StorgrdGen wie bei- 
spielsweise die Umgebungstemperatur ist. Weiterhin 
ist von Vorteil, dass der erste und/oder zweite Filter 
als Fabry-Perot-Filter vorgesehen ist. Dadurch ist es 
besonders einfach und kostengunstig moglich, einen 
schmalbandigen Filter vorzusehen. 

Ausfuhrungsbeispiel 

[0006] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und in der nachfolgenden 
Beschreibung naher erlautert. 
[0007] Es zeigen: 

[0008] Fig. 1 eine Anordnung zur Messung der 
Gaskonzentration gemaft dem Stand der Technik, 
[0009] Fig. 2 eine erfindungsgemafte Vorrichtung 
zur Detekton von Strahlungssignalen und 
[0010] Fig. 3 einen bekannten Fabry-Perot-Filter. 

Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels 

[0011] In Fig. 1 ist die bereits beschriebene Anord- 
nung zur Detektion einer Gaskonzentration darge- 
stellt. In der Rohre 30 bzw. in der Kuvette 30 befinden 
sich zum einen die mittels der Bezugszeichen 21, 22 
bezeichneten Strahlengange bzw. Strahlenverlaufe 
der Infrarotstrahlung, ausgehend von der Lichtquelle 
20 und die zu detektierenden Gasmolekule 35. Am 
Ort der Filter 51 , 52 ist die Strahlung, ausgehend von 
der Strahlungsquelle 20, in bestimmten Wellenlan- 
genbereichen durch die Gasmolekule abgeschwacht. 
Der Abfall der Intensitat des Lichtes durch Infrarotab- 
sorption wird in gasspeziftschen Wellenlangenberei- 
chen gemessen. Zur Separierung der interessanten 
Wellenlangenbereiche wird das erste Filter 41 einge- 
setzt, welches nur schmalbandige Transmission zu- 
lasst. Die transmittierte Strahlung wird dann mittels 
einem weilenlangenunspezifischen Detektor 51 hin- 
ter dem Filter 41 gemessen. Urn Ruckschlusse auf 
die Gaskonzentration zu Ziehen, wird die Infrarotin- 
tensitat im Bereich der Absorptionsbande - uber den 
Filter und Detektor 41, 51 - mit der Intensitat der 
Lampe in einem Referenzbereich - zweiten Filter und 
Detektor 42, 52 - verglichen, in dem es zu keiner sl- 
gnifikanten Infrarotabsorption durch relevante Gase 
kommt. Hierfurwird der weitere Filter 42 und derent- 
sprechende Detektor 52 benotigt, der ein definiertes 
Referenzspektrum passieren.lasst. 
[0012] In Fig. 2 ist der prinzipielle Aufbau einer er- 
findungsgemaften Vorrichtung zur Detektion von 
Strahlungssignalen bzw. der erfindungsgemafie Sen- 
sor schematisch dargestellt. Der Sensor umfasst er- 
findungsgemafc einen Detektorchip 1 und einen Fil- 
terchip 2, wobei der Filterchip 2 mit einem Wa- 
fer-Bonding-Verfahren uber Verbindungsstege 3 auf 
dem Detektorchip 1 aufgebracht ist. Der Detektorchip 
1 wird im Folgenden auch als erster Chip 1 bezeich- 
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net und umfasst ein erstes Substrat 4, welches insbe- 
sondere als Siliziumsubstrat 4 vorgesehen ist. Auf 
dem ersten Substrat 4 ist ein erster Temperaturfuhler 
5a und ein zweiter Temperaturfuhler 5b als erster De- 
tektor 5a und zweiter Detektor 5b angeordnet. Erfin- 
dungsgemafc ist es durchaus vorgesehen, dass wei- 
tere Temperaturfuhler, die jedoch in Fig. 2 nicht dar- 
gestellt sind, auf dem ersten Substrat 4 angeordnet 
sind. Die Temperaturfuhler 5a, 5b bzw. Detektoren 
5a, 5b konnen beispielsweise als Thermopiles, als 
temperatursensible Widerstande oder als tempera- 
tursensible Dioden vorgesehen sein. Auf dem ersten 
Detektor 5a bzw. dem zweiten Detektor 5b kann es 
erfindungsgemafi vorgesehen sein, jeweils eine Ab- 
sorberschicht aufzubringen. Diese Absorberschicht 
ist in Fig. 2 fur den ersten Detektor 5a mit dem Be- 
zugszeichen 9 bezeichnet. Die Absorberschicht 9 ist 
zur Absorption langwelliger Infrarotstrahlung geeig- 
net. Erfindungsgemafl ist es vorgesehen, dass der 
Absorber bei Temperaturen bestandig ist, wie sie bei 
dem erfindungsgemaR eingesetzten Bond-Verfahren 
zwischen dem ersten Chip 1 und dem zweiten Chip 2 
eingesetzt werden. Folgende Materialien sind erfin- 
dungsgemafi als Absorberschicht vorgesehen: 
Bestandige Polymere, dotierte Glaser, dielektrische 
Schichtfolgen, hochdotierte Halbleiter, schmalbandi- 
ge Halbleiter, Metalle o.a. Erfindungsgemafi ist es 
weiterhin vorgesehen, eine thermische Entkopplung 
zwischen dem Detektor 5a, 5b und dem ersten Sub- 
strat 4 vorzusehen. Hierzu ist beispielsweise ein 
Hohlraum zwischen dem Detektor 5a, 5b und dem 
ersten Substrat 4 vorgesehen, wie er in Fig.,2.mittels 
des Bezugszeichens 6 dargestellt ist. Zur Erzeugung 
eines solchen Hohlraums 6 bzw. einer solchen Ka- 
verne 6 wird beispielsweise eine Oberflachenmikro- 
mechanik-Technik eingesetzt. Fur solche Techniken 
ist die Verwendung von pbrosem Silizium in Teilberei- 
chen des ersten Substrats 4 und anschliefiendem 
Umlagern des porosen Siliziums derart, dass ein tie- 
fer gelegener Bereich vorgesehen ist, der einen Hohl- 
raum bildet und dass ein hoher gelegener Bereich 
vorgesehen ist, welcher eine Deckschicht des ersten 
Substrats 4 zur Aufnahme des Detektors 5a, 5b bil- 
det. Weiterhin ist es moglich, einen solchen Hohl- 
raum 6 mittels einer bekannten Atzung durch Xenon- 
difluorid, C1F3, C1F5, durch andere Interhalogenver- 
bindungen, die das Substrat 4 isotrop atzen konnen, 
Oder durch plasmaaktiviertes NF3, durchzufuhren. 
[0013] Neben dem Detektor 5a, 5b ist es erfin- 
dungsgemafc auch vorgesehen, dass ein Heizleiter 
im Bereich der Detektoren 5a, 5b vorgesehen ist. 
Dies ist jedoch in Fig. 2 nicht dargestellt. Ein solcher 
Heizleiter ist bei der erfindungsgemafien Vorrichtung 
zum Selbsttest des Sensors bzw. der Vorrichtung vor- 
gesehen. Uber den Heizleiter wird erfindungsgemafi 
ein kurzzeitiger Warmepuls auf der thermisch ent- 
koppelten Flache des Detektors 5a, 5b erzeugt. Da- 
mit ist die Funktion des Thermofuhlers 5a, 5b prufbar. 
[0014] Anschlusse des Temperaturfuhlers 5a, 5b 
werden uber Leiterbahnen, die in Fig. 2 mit dem Be- 
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zugszeichen 8 versehen sind, auf Bond-Pads 7 ge- 
fuhrt. Die Leiterbahnen 8 sollen eine geringe Topo- 
graphiebreite von < 5 pm aufweisen, so dass die 
Bondverbindung 3 zwischen dem ersten Chip 1 und 
dem zweiten Chip 2 einen hermetischen Einschluss 
der filigranen Thermofuhler 5a, 5b gewahrleistet. Er- 
findungsgemaft konnen die Thermofuhler 5a, 5b 
auch durch Bond-Stege voneinander getrennt sein. 
Ein solcher trennender Bond-Steg ist in Fig. 2 mit 
dem Bezugszeichen 3a bezeichnet. Durch solche 
trennenden Bond-Stege 3a konnen die Thermofuhler 
5a, 5b besser getrennt und besser entkoppelt vorge- 
sehen sein. Die Hohe h der Bondstege 3, 3a wird der- 
art gelegt, dass der Thermofuhler 5a, 5b nicht in me- 
chanischem Kontakt mit den Filterschichten, die in 
Fig. 2 mit dem Bezugszeichen 11a, 11b bezeichnet 
sind, kommen kann. Eine mit dem Bezugszeichen h 
versehene Hohe der Bond-Stege 3, 3a von 3 pm bis 
12 pm ist erfindungsgemafi ausreichend. Jedoch ist 
dieser Wert fur die Funktionalitat des Sensors bzw. 
der Vorrichtung nicht von grofierer Bedeutung. 
[0015] Der Filterchip 2, der im Folgenden auch als 
zweiter Chip 2 bezeichnet wird, umfasst einen Trager 
10, wobei der Trager 10 beispielsweise als ein Silizi- 
umsubstrat oder auch als ein Glassubstrat vorgese- 
hen ist. Auf der Unterseite des Tragers 10 , der im 
Folgenden auch als zweites Substrat 10 bezeichnet 
wird, sind Fabry-Perot-Filter 11a und 11b vorgese- 
hen. Diese werden im Folgenden auch als erster Fil- 
ter 11a und als zweiter Filter 11 b bezeichnet. Der ers- 
te Filter 11a dient erfindungsgemafc zur Filterung der 
Referenzwellenlange undderzweite Filter b dient der 
Filterung der Analysewellenlange. Die Analysewel- 
lenlange wird im Folgenden auch als Absorptions- 
bande bezeichnet. Die Filter 11a, 11b sind erfin- 
dungsgemaft insbesondere als ein Einschichtsys- 
tem, beispielsweise aus Siliciumdioxid oder Silicium- 
nitrid, vorgesehen, oder sie konnen auch aus Viel- 
fachschichten aufgebaut sein. Erfindungsgemafc ist 
der erste Filter 11a fur eine Referenzwellenlange • 
ausgelegt. Der zweite Filter 11b ist fur die Analyse- 
wellenlange im Bereich der Absorptionsbande des zu 
detektierenden Gases vorgesehen. Die Filter 11a, 
11b mussen sich daher unterscheiden^und mussen 
somit lokal strukturiert und getrennt voneinander her- 
gestellt werden. Im Filterchip 2 bzw. im zweiten Chip 
2, der als Kappe fur den ersten Chip 1 bzw. den De- 
tektorchip 1, wirken soil, sind Aussparungen 12 ge- 
atzt, durch welche Bond-Drahte, die jedoch in Fig. 2 
nicht dargestellt sind, an die Metallkontakte 7 bzw. 
Bond-Pads 7 herangefuhrt werden konnen. Bei der 
Erzeugung des Durchgangsloches 12 muss darauf 
geachtet werden, dass die Filterstrukturen 11a, 11b 
nicht angeatzt werden. 

[001 6] Zur Verbindung des Kappenchips 2 bzw. des 
zweiten Chips 2 mit dem Detektorchip 1 wird ein 
Bond-Verfahren eingesetzt, wobei hier anodisches 
Bonden, Seal-Glas-Bonden, Polymere-Bonden, eu- 
tektisches Bonden, Laserdurchstrahischweissen 
oder ein anderes Verfahren erfindungsgemafj einge- 



setzt werden. Derartige Bond-Verfahren arbeiten in 
der Regel bei Temperaturen von 150°C bis etwa 
500°C. Aus diesem Grund ist es notwendig, dass die 
Materialien der beteiligten Filterstrukturen 11a, 11b, 
der beteiligten Detektorstrukturen 5a, 5b und der Ab- 
sorberschicht 9 bei diesen Temperaturen nicht zer- 
setzt werden. Erfindungsgemaft wird bevorzugt, ein 
Verkappungsverfahren zu verwenden, bei dem Vaku- 
um unterhalb des zweiten Chips 2 erzeugt werden 
kann. Dadurch ist es erfindungsgemafc moglich. eine 
thermische Entkopplung des Detektors 5a, 5b von 
der Umgebung hervorzurufen bzw. zu vergrofcern. 
Die Verkappung des ersten Chips 1 mit dem zweiten 
Chip 2 erfolgt erfindungsgemafc insbesondere auf 
Wafer-Ebene, d.h. eine Vielzahl von zweiten Chips 2 
werden in Form eines Kappen-Wafers mit den darauf 
aufgebrachten Filtern 11a, 11b beispielsweise mit ei- 
nem Seal-Glas (beim Seal-Glas-Bonden) bedruckt, 
anschliefiend getempert und auf eine Mehrzahl von 
ersten Chips 1 , die zusammen den Detektorwafer bil- 
den, gebondet. Danach kann die gesamte Anord- 
nung aus Filter und Detektor auf Waferebene elek- 
trisch und eventl. auch elektrooptisch getestet wer- 
den. Erst im Anschluss daran werden die einzelnen 
erfindungsgemafien Vorrichtungen, bei denen der 
erste Chip 1 mit dem zweiten Chip 2 verbunden ist, 
durch bekannte Verfahren gesagt und vereinzelt. 
[0017] Zur Detektion von Gasen kann die Lichtquel- 
le, die in Fig. 1 mit dem Bezugszeichen 20 versehen 
ist, mit der die breitbandige Infrarotstrahlung erzeugt 
wird, gepulst betrieben werden. Dies ist vorteilhaft, 
wenn die thermische Entkopplung des Fuhlers 5a, 5b 
durch den Hohlraum 6 bzw. die Kaverne'6 mangel- 
haft ist und im kontinuierlichen Betrieb eine signifi- 
kante Erwarmung der Umgebung des Fuhlers 5a, 5b 
einthtt. Eine weitere erfindungsgemafce Moglichkeit , 
einer solchen unvorteilhaften Erwarmung der Umge- 
bung des Fuhlers 5a, 5b zu begegnen, besteht darin, 
auf der den Filterschichten 11a, 11b gegenuber lie- 
genden Seite des zweiten Chips 2 einen, in Fig. 2 mit 
dem Bezugszeichen 13 versehenen Passfilter aufzu- 
bringen, welcher Wellenlangen zwischen der Absorp- 
tionskante des Materials des zweiten Chips, d.h. im 
Wesentlichen des Materials des zweiten Substrats 1 0 
und den Refereriz- bzw. Detektionswellenlangen ab- 
schneidet. An der Stelle des Passfilters 13 kann es 
erfindungsgemafi auch vorgesehen sein, eine Antire- 
flexionsschicht vorzusehen. Diese Antireflexions- 
schicht kann erfindungsgemafi durchaus auch zu- 
satzlich zum Passfilter 13 vorgesehen sein. Bei der 
Verwendung von Silizium als zweites Substrat 10 ent- 
spricht der Absorptionskante beispielsweise eine 
Wellenlange von ca. 1 pm. Durch das erfindungsge- 
mafie Aufbringen des Passfilters 13 wird verhindert, 
dass hohere Filterordnungen bei der Messung eine 
Rolle spielen. Der Passfilter 1 3 kann auch in der Ver- 
packung des Sensorelements integriert sein. Die 
Schicht 13 ist erfindungsgemaft insbesondere aus ei- 
nem Polymer, einem Halbleiter, einer dielektrischen 
Vielfachschicht o.a. vorgesehen. 
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[0018] Erfindungsgemaft wird ein neuartiger, kos- 
tengunstiger Sensor bzw. eine erfindungsgemafie 
Vorrichtung zur Verfugung gestellt, mit dem bzw. bei 
der Lichtintensitat auf einfache Weise spektral aufge- 
lost gemessen werden kann. Derartige Sensoren 
bzw. Vorrichtungen sollen erfindungsgemall zur Be- 
stimmung der Zusammensetzung von Gemischen 
aus zwei oder mehreren Gasen eingesetzt werden. 
Sowohl der Filter 11a, 11b als auch der Detektor 5a, 
5b werden bei der erfindungsgemaften Vorrichtung 
mit Methoden der Silizium-Mikromechanik herge- 
stellt. Es handelt sich um eine Vorrichtung, bei der die 
Filter 11a, 11b und die Detektoren 5a, 5b in einer ein- 
zigen Vorrichtung integriert vorgesehen sind. Der 
erste Chip oder auch Detektorchip 1 wird vollstandig 
in Oberflachenmikromechanik hergestellt. Die Detek- 
torstruktur 5a, 5b wird anschliefiend verkappt. Erfin- 
dungsgemafc werden diskrete statische Filter in der 
Kappe vorgesehen, die zur Filterung der Absorpti- 
ons- und Referenzbanden uber den Detektorstruktu- 
ren 5a, 5b platziert werden. Die erfindungsgemafce 
Vomchtung kann, insbesondere auf der Oberseite 
des zweiten Chips, weitere Passfilterschichten 13 
umfassen, die hohere Ordnungen der Fabry-Pe- 
rot-Filter bzw. der Filter 11a, 11b unterdrucken, was 
zu einer Absorption bei kurzereri Wellenlangen fuhrt. 
Die erfindungsgemafie Vorrichtung bzw. der erfin- 
dungsgemafte Sensor besitzt mehrere entscheiden- 
de Vorteile gegenuber bisher bekannten Vorrichtun- 
gen, was sich insbesondere auf die kostengunstige 
Herstellbarkeitdurch eine Batch-Prozessierung in Si- 
liziummikromechanik bezieht, auf einen vergleichs- 
weise einfachen Aufbau bzw. eine einfache Aufbau- 
und Verbindungstechnik und die Moglichkeit zur Inte- 
gration von mehreren Filterarrays fur 2 bis uber 6 Ga- 
se. 

[0019] In Fig. 3 ist schematisch der Aufbau eines 
Fabry-Perot-Filters. dargestellt. Eine solche Struktur 
ist insgesamt mittels des Bezugszeichens 11 darge- 
stellt. Eine solche Struktur ist in der erfindungsgema- 
flen Vorrichtung einsetzbar. Prinzipiell besteht ein 
Fabry-Perot-Filter 11 aus zwei planparallelen Spie- 
geln, zwischen denen ein Medium 24 liegt, das den 
optischen Weg und damit die zentrale Wellenlange 
der Passfilterfunktion bestimmt. Die Dicke und der 
Brechungsindex der Filterkavitat 24 bzw. des Medi- 
ums 24 bestimmt die mittlere Filterwellenlange. Die 
Einstellung der Referenz- und Analysewellenlange 
der Vorrichtung erfolgt uber die Auslegung dieses 
Mediums 24 bzw. dieser Filterkavitat 24 mittels ihrer 
Schichtdicke, ihres Brechungsindex und ob diese 
Schicht aus mehreren Lagen besteht oder nicht. Die 
beiden Spiegel des Fabry-Perot-Filters 11 werden 
beispielsweise dwch einen Sprung im Brechungsin- 
dex zwischen dem Material des Mediums 24 und 
dem Material des zweiten Substrats 10 bzw. zwi- 
schen dem Material des Mediums 24 und dem Mate- 
rial der Abdeckschicht 23 erzeugt. Um die Filtercha- 
rakteristik des Fabry-Perot-Filters 11 zu scharfen, 
kann das zweite Substrat 10 und die Abdeckschicht 



23 auch aus Vielfachschichten bzw. aus semitrans- 
parenten Metallschichten erzeugt werden. Erfin- 
dungsgemafi besteht die Abdeckschicht 23 aus ei- 
nem Material, welches resistent gegen Prozesse zur 
Kappungsstrukturierung, wie beispielsweise KOH-At- 
zen o.a. oder gegen Prozesse der Strukturierung von 
dielektrischen Schichten bei der Filterherstellung wie 
beispielsweise HF-Atzen ist. Erfindungsgemafi wird 
bevorzugt, sowohl fur den ersten Filter 11a als auch 
fur den zweiten Filter 11b einen Schichtsandwich zur 
Erzeugung des Filters 11a, 11b zu verwenden, wobei 
fur die Abdeckschicht 23 als Material Polysilizium, Si- 
liziumdioxid und/oder Siliziumnitrid gewahlt wird. Der 
Grad der Reflektivitat der Spiegel bestimmt die Breite 
der Filterfunktion. 

Patentanspruche 

1. Vorrichtung zur Detektion von Strahlungssig- 
nalen mit einem ersten Detektor (5a), mit einem zwei- 
ten Detektor (5b), mit einem ersten Filter (11a) und 
mit einem zweiten Filter (11b), dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der erste und zweite Detektor (5a, 5b) 
auf einem ersten Chip (1) vorgesehen ist, dass der 
erste und zweite Filter (11a, 11b) auf einem zweiten 
Chip (2) vorgesehen ist und dass der erste Chip (1) 
und der zweite Chip (2) hermetisch dicht miteinander 
verbunden, insbesondere mittels eines Wafer-Bon- 
ding-Verfahrens, sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Detektoren (5a, 5b) als Ther- 
mopiles, temperatursensible Widerstande oder tem- 
peratursensible Dioden vorgesehen sind. 

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Ab- 
sorberschicht (9) auf wenigstens einem der Detekto- 
ren (5a, 5b) vorgesehen ist. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
Chip (1) ein erstes Substrat (4) umfasst, wobei der 
erste und zweite Detektor (5a, 5b) von dem ersten 
Substrat (4) thermisch entkoppelt ist. 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste 
und/oder der zweite Filter (11a, 11b) als Fabry-Pe- 
rot-Filter vorgesehen ist. 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass aufier 
dem ersten und zweiten Detektor (5a, 5b) weitere 
Detektoren und aufier dem ersten und zweiten Filter 
(11a, 11b) weitere Filter vorgesehen sind. 

7. Vorrichtung zur Messung der Konzentration ei- 
nes Stoffes im Strahlengang einer Strahlungsquelle 
mit einer Vorrichtung zur Detektion von Strahlungssi- 
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gnalen nach einem der vorhergehenden Anspriiche. 
Es folgt ein Blatt Zeichnungen 
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Anhangende Zeichnungen 
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